
nin 構造を用いたダイヤモンド NV 中心の電荷状態制御 

Control of charge states at NV center in diamond by nin junction 
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1． 緒言 

ダイヤモンド中の NV中心は、優れた特性から量子情報や磁気センサーなどへの応用が

期待されている。NV 中心は、光照射中に-1価に帯電した状態（NV－）と中性状態の２つ

の電荷状態間を遷移することが知られている。光検出磁気共鳴法によりスピン状態を検出

できるのは NV－だけで、NV－の安定化が課題であった。この課題に対し、我々は intrinsic

なダイヤモンドを n-type ダイヤモンドで囲んだ nin構造を作製し、電荷状態の安定性を調

べた。バンド構造の考察からは、intrinsic 層の NV 中心は NV－に安定化し、特に n層に近

い領域でその傾向は増すことが期待される。 

 

2． 実験と結果 

試料は図１のような構造をとっている。今回、電荷状態の割合がわかるシングルショッ

ト測定と電荷状態の遷移速度がわかる測定を、intrinsic 層の中心からの距離依存性に注目

して行った。 

結果として中央と n層界面付近では、n層界面に近いほど NV－の割合が多い傾向が見ら

れた。更なる NV－の安定化に取り組んでいるが、それを阻害するものとして試料作製の

際のエッチングやイオン注入による影響があると考えている。intrinsic 層の幅 d による依

存性等の詳細は講演時に報告する。 
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